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１．概要（Summary） 

本課題では、光通信帯光源が利用可能なテラヘルツ

(THz)波発生検出用光伝導アンテナ(PCA)用低温成長

GaAs系混晶半導体を分子線エピタキシャル(MBE)法

を用いて 180℃以下の温度で堆積した後、アニール処

理を行い、その結晶性の評価を X線回折(XRD)法を用

いて行った。 

 THz 分野では、低コストかつ省スペースな THz

時間領域分光システムの開発が望まれている。本シス

テムの代表的な THz 波発生検出素子として、0.8μm

帯に波長を有する Ti:Sapphire レーザを光源とした、

低温成長 GaAs から成る PCA が挙げられる。近年、

この光源に 1.5μm 帯に波長を有する小型で比較的安

価な超短パルスファイバーレーザの適用が求められ

ている。本課題は、当該光源が利用可能な高効率 THz

波発生検出用 PCA の実現を最終目的としたものであ

る。 

２．実験（Experimental） 

InP 基板上に MBE 法を用いて 130-180℃の範囲で

堆積した厚さ 1.0~1.6 μm の低温成長 InxGa1-xAs に

400-600℃で熱処理を行い、薄膜構造評価 XRD 装置

(リガク ATX-E)を用いてその結晶性を評価した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.1 に 130℃で堆積した In0.48Ga0.52As のアニール

温度依存性の X 線回折スペクトルを示す。アニール前の

試料において、InP基板以外のピークが確認できないこと

から、この In0.48Ga0.52As層はアモルファスであると考えら

れる。一方、アニール後には InP 基板以外のピークが生

じており、アモルファスであった InGaAs が結晶化してい

る 可 能 性 を 示 し て い る 。 ま た 、 180 ℃ 成 長 の

In0.42Ga0.58Asについても同様のX線回折スペクトルが得

られた。本課題により、MBE 法を用いて 180℃以下で堆

積されたアモルファス InGaAs は、熱処理を行うことで結

晶化することが初めて示された。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

 本課題の実施に際し、XRD測定にご協力くださいました

佐藤旦氏に感謝致します。 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

(1)「 (仮題 ) InP 基板上に堆積したアモルファス

InxGa1-xAs の結晶化」、平山賢太郎、富永依里子、角

屋豊ら、第 35 回電子材料シンポジウム, 2016年 7月

開催, 他, 投稿予定. 

６．関連特許（Patent） 

なし。 

Fig.1 Annealing temperature dependence of 
XRD spectra for amorphous In0.48Ga0.52As 
deposited on InP substrate at 130 °C. 
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